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※概要（Summary）： 

本プロジェクトでは、Si 基板上に強誘電体薄膜をエ

ピタキシャル成長させることで、高性能な圧電駆動型

MEMS デバイスの実現を目指している。本年度は圧

電駆動ダイアフラムを有した超音波トランスデュー

サの設計と製作を行った。 

 
※実験（Experimental）： 

はじめに、有限要素法解析ソフト ANSYS を用いて

圧電解析を行い、送受信に利用する 1 次の振動モード

における共振周波数および振幅を求めた。素子の構造

は図 1 のようになっており、各層の膜厚を変更してシ

ミュレーションを行い最大振幅の大きさを比較した。

得られた最良な構造を豊橋技術科学大学内の LSI 工

場で製作した。完成したデバイスはナノテクプラット

フォーム(東大拠点)のマイクロシステムアナライザ

(ポリテック社, MSA-500)により実動作とシミュレー

ション結果との比較を行った。 

 

図 1 デバイスの断面模式図 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

シミュレーションにより得られた共振周波数が

1.2MHz であったのに対し、実デバイスでは 1.6MHz

であった(図 2)。ダイアフラムの振幅は、SiN 膜厚を

減少させるに伴って増加することが確認でき、これら

もシミュレーション結果と良い一致を示した。これによ

り、効率的に振動が得られる構成を設計・製作できたこ

とが確認でき、トランスデューサの送受信特性の向上が

見込める。 

 

図 2  測定結果の例(1 次振動モード) 

※その他・特記事項（Others）： 

今後は本デバイスによる超音波送受信特性の評価を

進める予定である。 
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